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0   Die  optimale  Programmierspannung  bei  pro- 
grammierbaren  Speicheranordnungen  wie  EPROMs 
und  insbesondere  EEPROMs  hängt  von  Fertigungs- 
tolerenzen  ab,  die  von  außerhalb  nur  schwierig  fest- 
stellbar  sind.  Es  werden  daher  Maßnahmen  vorge- 
schlagen,  die  eine  optimale  Einstellung  der  Program- 
mierspannung  ermöglichen,  indem  ein  zusätzlicher 
Transistor  mit  schwebendem  Gate  verwendet  wird, 
der  ebenso  aufgebaut  ist  wie  die  Transistoren  der 
Speicherzellen  und  der  somit  die  gleichen  Eigen- 
schaften  auch  bezüglich  der  Programmierspannung 
hat.  Dieser  zusätzliche  Transistor  liegt  in  Reihe  zwi- 
schen  der  üblicherweise  auf  dem  Chip  erzeugten 
Hochspannung  und  dem  Programmierspannungsein- 
gang  der  eigentlichen  Speichermatrix.  Es  wird  eine 
Schaltung  und  die  Folge  der  von  dieser  benötigten 
Steuerspannungen  beschrieben,  mit  der  der  zusätzli- 
che  Transistor  eingestellt  wird. 
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